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図3 PL強度マッピング像（Siバンド端近傍）

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

X(μm)

Y
(μ

m
)

-1 000 0 1 000

100 μm

In
te

ns
ity

 (c
ou

nt
s)

0

700

In
te

ns
ity

 (c
ou

nt
s)

0

1 400

0
100

200

300

400

500

600

700

800
900

In
te

n
si

ty
 (

c
o
u
n
ts

)

1.06 1.08 1.10 1.12 1.14
Energy (eV)

発光部

0
100

200

300

400

500

600

700

800
900

In
te

n
si

ty
 (

c
o
u
n
ts

)

1.06 1.08 1.10 1.12 1.14
Energy (eV)

非発光部

（欠陥箇所）

発光部
非発光部

（欠陥箇所）

図1 多結晶太陽電池セル片の

実体顕微鏡写真

図4 PLスペクトル（Siバンド端近傍）

図2 PL強度マッピング像（Siバンド端近傍）

概要

太陽電池に禁制帯幅以上のエネルギーの光を照射するとキャリアが生成し、一部は発光性再結合をしま
す。その際の発光をフォトルミネッセンス（PL）と呼びます。しかし、欠陥が存在する箇所では、キャリアが
捕捉されPL強度が弱くなります。このことから、PLマッピング測定をすることで、非破壊かつ簡便に欠陥箇
所を特定することができます。多結晶シリコン太陽電池セルにおいて、PLマッピング測定を行い、欠陥箇所

を特定した事例を以下に示します。
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